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Introducéao

Flavinas sdo bem conhecidas como cofator nos
sitios ativos de muitas enzimas (flavoproteinas) como,
por exemplo, glicose oxidase. Muitas investiga¢oes
tém sido realizadas com relagcdo a transferéncia de
elétrons entre as flavinas e substratos’. O mecanismo
de transferéncia de elétrons entre NADH e flavinas é
um objeto de bastante interesse em &reas clinicas,
bioguimica e quimica. Flavina Adenina Dinucleotideo
(FAD) imobilizada na superficie de substratos, tem
sido utilizada para estudar reacdes eletrocataliticas
de oxidacdo de NADH*® e redugdo de oxigénio®.
Recentemente foi preparado o material carbono
ceramico SiO,/ZrO,/C-grafite eletricamente condutor
pelo método sol-gel, contendo 50 % SiO,, 20 % ZrO,
e 30 % C-grafite, sendo % em m/m, onde as
nanoparticulas de grafite estdo dispersas no interior
do composito. O objetivo deste trabalho foi estudar o
comportamento eletroquimico de um filme de FAD
sobre SiO,/ZrO,/C-grafite.

Resultados e Discussao

O filme de FAD foi preparado sobre SiO,/ZrO./C-
grafite utilizando voltametria ciclica. A Figura 1
mostra o processo de formacéo do filme de FAD.
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Figura 1. Formagao do filme de FAD na superficie de
SiO./ZrO,/C-grafite em solugédo de KCI 0,1 M + HCI
0,1 M, contendo 1 mM de FAD. Velocidade de
varredura 50 mV s
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O par de picos redox observado entre -0,270 e
0,050 V é devido & oxidacéo e reducédo da FAD. Com
o aumento do nuamero de ciclos, a corrente de pico
anddica e catdédica aumenta gradualmente, indicando
a formacéo do filme de FAD.

O voltamograma ciclicos para o0 eletrodo
SiO,/ZrO,/C-grafite/FAD, onde a espécie FAD esta
adsorvida no substrato, mostra que E, para o eletrodo
carbono  cerdmico  modificado SiO,/ZrO,/C-
grafite/FAD foi de -109 mV vs. ECS (Figura 2).
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Figura 2. Voltamograma ciclico para SiO,/ZrO,/C-
grafite/FAD em solugdo de KCI 0,1 M, velocidade de
varredura 10 mV s™.

Conclusdes

Foi possivel adsorver fortemente a espécie redox
FAD na superficie do eletrodo a base do material
carbono ceramico SiO,/ZrO,/C-grafite preparado pelo
método sol-gel, onde devido a presenca de
nanoparticulas de C-grafite, o0 material apresenta boa
condutividade elétrica (18 S cm™), dispensando a
utilizacdo de eletrodos de pasta de carbono.
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